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EL 1nvento ge reflere a un metodo de faorlca—
¢idn de un dispositivo que tiene un cuerpo de sonorte
:Que comprende un Wazndo de conductores, en cuyo metodO'
‘se dlspone sobre la superficie del cuerpo una capa auxi
lihr que tiene una o mds aberturas que corresnonden, al

manos, a una parte del trazado a propor01onar, despues
"de lo cual ge dispone en la capa auxiliar y en'las zéi'oe:.*t
turas una capa eléctricamente conductora de un ma.ter:n.al-
diferente del de la capa auxiliar, y se elimiﬁé entonces, .
.selectivamente, al menosg la parbe superior de ;a cap§ﬂHf
auxiliar con la parte de la capa conductora Queyéé eine-
cuentra sobre ella, formando parte del'trazadoude;con-:
"ductores la parte de la capa conducthora que_@ﬁeda_en.ias
aberturas. . - : ) 'T

| EL invento se refiere ademis a unr‘d'.ispr)si'tivo
' _fabricado utilizando dicho método. o '

Se hen desarrollado vorios métodos para dlspo
ner un trazade de conductores sobre un cuerpo ds soporte,r
en los cualeg el campo de aplicaciones de cada uno de los
mencionados métodoa depende de los requerim@enﬁés impues
tos sobre el trazado de conductores. ‘

| Un primer método gue ha sido utilizado Hasta
ahora nds frecuentemente y que es utilizado, pof_ejem@lo,
para digponer el trazado de metalizacidn de emigor y ba-

ge en transistores y vara digponer el trazado completo de
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capas de contacto y conductores de conexidn sobre cir
cuitog integsrados monoliticos o afbridos, consigte en
la disposicidn, por ejemplo por deposicidn desds vapor,
de una capa conductora, generalmente una capa metdlica,
gobre una superficie de un cuerno de soporte, por ejem
plo, sobre la superficie de un cuerpo semiconductor y
gobre la capa o capas alslantes que se encuentran qgga;
mente sobre ella, despuds de lo oual se elimina lu capa
metdlica por un procesc de ataque fotolitogrdfico con la
excepcién de las dreas a ser metalizadas. Para ese fin,
ge dispone sobre la capa metalica una capa de barniz que
es sensible a la radiacidn, por ejemplo, a la radiacidn
luminosa o a la radiacidn de electrones, cuya caps Ce
baimlz se expone enlbonces de acuerdo oon el trazado dg

peado, en general a través de une miscara, en le cual

- lag partes expuestas de la capa do barniz se hacen s0

lubles, mientras que las nartes no expuestas permanecen

vinaolubles, o reciprocamente. Ias partes solubles de la

capa de barniz se eliminan entonces y se elimnan por ata

que quimico las partes de la capa metdlica asi expues-

tag. Generalmenie, se produce un cierto grado de morden
tado inferior de la capa metdlica por debajo de los boxr
des de la mdsoara de atague quimico formada por la capa
de barmiz, lo cual impone restricciones sobre el grado

hagia el cual npueden realizarse detallss complicados en
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el trazado de conductores, por ejemplo, sobre la dis-

tancia matua y el ancho de lag pistas metalicas a png 
porcionar. Una restriccibn adicional de dicho método

reside en el hecho de que la eleccidn del metal a ser
utilizado esbéd restringida y esta determinada-entre
otras cosas por la adhesidn del metel al miembro de.

-

govorte, en el caso enterior a la superficie semicon

" ductora y a lag canas aislantes que se encuentran g9

bre ellae, asi como por la capacidad de ataque quimico
Gol metal y en parbicular por su capacidad de ataque -
quimico gelectivo con respecto a la miscara de barniz
¥ los otros materiales presentes. : e

Estos inconvenientes se evitan al menos par

cialmente utilizando otro método izualmente conocido
_en el cual se dispone gobre una superficie del cuexno
una capa auxiliar en la cual pe forman aberturas, por

ejemplo, nor medio de un nétodo Ffotolitogrdfico, cuyas

gberturas correspondern a un trazado de conductores a
proporcionar, despuds de lo cual se dispone en las abex
turas y sobre la capa auxiliar una capa conductora de
wn naterial diferente del de la capa awxilier. Eliminan
do subsiguientemente de un modo selectivo, por ejemplo,
por atague quimico, el monos una parte dé la capa auxi
liar con la narte de la capa conductora.presénte gobre

ella, el trazado de conductores deseado permanece en
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lag aberturas.

Este método tiene la im@orﬁanté venbaja de
que sustancialmente no se tiene regtriceidn en la eleg
cidn del material a ser ubilizado wara el frazadc de
canduc%ores, de odo que oslbe puede escogerse totalmen
te de acuerdo con los requerimientos eléetricog ¥ meqé
nicos lmpuestos, n0r ejemplo, conductividad, adhesién'
a la superficie subyacente, etc. Sin subargo, como eh
ol método antes descrito, la mHrovigida de detalles cq§
plicodos en el trazado de conductores »or debajo de;ﬁn
cierto limite es miy diffcil en la prdctica tambidn
cuando se uhbiliza dicho método. Por ejemvlo, la digban
cia mitua mds pequeiia posible de dos nistas metdlcas
egta determinada, entre otias cosas, por el egpesor do

la oapa auxiliar y por los tratanientos a los cualea

go somebe la capa auxiliar por el mdtodo, estando de-

torminado el espesor de la cgna auxiliar entre otrag
cosés por el esesor del trasado e metalizacidn. Eg-
td digtancia nds pequeiia posible es en general de al
menos unag pocas-micrag, lo cual es demasiado para ciéz
‘tas aplicaciones.

Uno de los objetos del invenbto es crear un
nétodo en el cusl lag Gimensioncs del “razado de oom
ductores a proporcimar »ucden refinarge conslderable

mente y en ¢l cual Hureden obtenerso en partiocular payp
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tes de capa que estdn situadas myy »réximas entre si,
al tlempo que se conservan las vantajas'asociadas con
el método Wltimamente menclonado.

El inventio estd basade, entre obras cosas,
en el reconocimiento de gue el fin que se pretende pug
de conseguirse mediante wna ubtilizacion repetida dsl
método Ultimamente mencionado. .

De mcuerdo con el invento, wun método del bl
po descrito en la introduccion estz, por cansiguign%e,
caracterizado porque después de eliminar una primerd’
capa auxiliar con la parte de una primera capa condug
tora pregente sobrs ella, con lo cual se obtiene una
primera varte del trazado de conductores, se dispori;a
gobre el conjunto una segunda capa auvxiliar de un matg

rigl diferente del de la primera capa cdnductoravjique‘

tiene una o mds aberturas adicionales que corresponden
~a una segunda narte del trazado de conducitores, norgue

" ge digpone wuna segunda capa conductora de un material

diferente del de la segunda'capa auxiliar sobre dicha
gegunda capa awciliar y en dichas eberturas adicione~-
les, y porque se elimina entonces selectivamente al

menos la parte en nosicidn mds alta de la gegunda ca-
pa awddiliar con la parte de la sesmunda capa conducho-
ra que se encuentra gobre ella, formando una segunda

parte del trazado de conductores la parte de la segun
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da capa conduclora que pormancce en lug aberxrburas adi

clonaleg.

Una de las veatajos ilmportantes que regultben
de la utilizacidn del invento es que la distancia mds
pequeila que nuede congeguirse enbre dos partes del tra
zado de conduchores ya 1o esfd deteriinada nor facto-
res relativogs al espesor ds la caya gwoiliar y log ﬁqg
tapientos aylicados a ella gino que, adends de la ﬁﬁé‘
cigidn do los mélodos fotolitozrdficos utilizados, de
pende sustancialmente sélo de la rrecizion con la ougl
puede alinearse la mascara que define la sesunda parie
dol trazado de conductores con welacidn a la primera
parte del trazaco Je conductvores obtenida anterioriin
tes Eglo puede hocerse con sran exactitud de modo que
pusden conseguirse,aberl:um.s, ranuras, ete, en el tra
zado de condnctores con muy »nequeilas dimengiones de
una micra o menos con gran capacidad de reproduccidn.
La capa conductora que forua la sequndae parte del trg
zado de conduclores pucde eslar totaluente separada de
la primera capa conductora. Sin eubargo, el se desea,
la pesunda capa conductora suede cubrir pareialmente
g la primera én proyeccidn, en la cual, entre otras
cosag, la mdscara ubtilizada para disponer la segunda
capa conductora puede ser nenosg crdtica,

Una ventaja adicional importente del invento
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88 que la wnrimera ¥y la gegunda partes del trazado de
conductores ueden ser de composiciones y/o espesores
diferentes. Coro resultado de egto las diversas paries
del trazado pueden adaniarse a loazequerimientos impues
tos sobre ellas con independencia mutua., Por ejemnlo,
el trazado de netalizacion de emisor que va a conducir
corrientes relativauente altas puede componerge de Etro
metal o metales y/o ser de un espesor mayor que el,fﬁg
zado de metalizacidn de base a través del cual Fluyen
corrientes mucho més hajas,

De acuerdo con una realisacidn iaportanta. pre
ferida del invento, se dispone una pripera y/o una ge—
gunda capa auxiliexr netdlica. Hsta nuede ser una cepa
auxiliar gimple o una capa aﬁxiliar compueata yo?’Qa—
rias cavas dispuegias una gobre otra, en las cualéé ca
do capa puede congistir en un metal vnico o una'alea~
cidn. Tal casa auxiliar ouede Gisponerse de un modo
simple, por ejemwlo, por deposicidn de vapor o por
pulverizacidn catddica y suede soporiar temperaturas
relativamente altasg. Couo resultado de eslo, cunando
se utiliza una capa auxiliear metdlica, el trazado de
conductoreg puede dlsponerge a una temperatura eleva
da., La adherencla del trazado de conductores al gubg
trato resulta asi favorecida, v en el caso de la dig

vogicidn de un trazado de conductores sobrs un cucrpo
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gemiconductor ge favorecen también las proviedades
eléctricas del contacto conductor-seuiconductors Ade
mdg, la eliminacidn por atague quinmico de la capa awxi
liar metalica es teuwbien frecuentenente Ffavorecida por
la aparicidén de efectos electroquinicos (salvdnicos).
‘Da capa awiiliar pueds consistlr en una e .
pa de um material Umnico, 41 disponer la capa condu&té"
ra gobre la cava auxillar, gin embarso, se forma géné;

o

ralmente una conexidn entre la parie de la capa condug

. 3

bora dispuesta en lag aberturag de la cava auxiliaijw
la parte vresente sobre la cava auxiliar, cuya conexion
ha de intervummirge cusndo se elimina la capa auxiliar,
lo cual es algzumas veces muy dificil y como resultado
de lo cual pueden orizinarse contornos irregulares en

el trazado de conductores. Egle inconveniente pueds.

evitarse si, de acuerdo con una realizacidn preferida

del método, al menos la gegunda capa auxiliar compren
de una tercera y una cvarta capas auxiliares componen
tes, de materiales mutuamente diferentes, consistien-
do la tercera casa auxiliar componente en un metal que
es soluble en wn agenbe de ataque quimico que no ata-
cd sugtancialmente a la gejunda capa conduchtora y se
sneuentra entres la guporficle del cuervo y la cuarta
capa auxiliar componente, on la cual al realizarse

laa aberturas en ln gepunda capa auxiliar las abertn
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ras de la tercera capa auxiliar componente ge hacen
mayores que las de la cuarta cana auxiliar componente
como resultado del atacue quimico inferior (o socavy
do). Cuando se dilspone la segunda capa conductora, por
ejemplo por deposicidn de vanor al vacio, generalmente
ni giquiera solamente ge forma una conexién Ly débil
entre lasg nartes de la capa conductora en lag aber#ﬁA 
rag y sobre la capa awxiliar como resultado de la 5;9

sencia del mordentado por la parte inferior, de modo

que se eviltan el desprendimiento y las irregularida=.
des congiguientemente originadas con facilidad en Loa
bordes del trazado de conductores.

Esta ventaja se obtiene para ambas parics -
del trazado de conductores si, de acuerdo con una rea
lizacidn preferida esdicional, la primera capa auxiliar
comprende también una primera y una segunda capas éuxi
liares componentss, de materiales mituamente diferen~—
tes, en las cuales la »prirera capa awciliar corponen-
te consiste en un material que es soluble en un agen—
te de ataque quimico que no ataca sustancialmenie a la
primera capa conductora y que se encuenitra entre la su
perficie del cuerpo y la segunda capa auxiliar compo-
nente, én donde al foruwsrge lasg aberturas en la primg
ra capa auxiliar las eberturas de la primera capa auwii

liar componente se hacen rds grandes que las forwadas

- 10 -
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en la segunda capa auxiliar componente como resulitado
del ataque quimico vor la parte inferior,

Una realizacidn importante preferida esta
caracterizada porque después de la eliminacidn de la
primera capa auxiliar, se digpone una capa aislante
gobre el conjunto sobre el cual se digpone entonces
la segunda capa auxiliar, Como resultado de egto, pue
de proporcionarse un trazado de conductores muy compac
t0 en el cual la srimera y la segunda partes del traﬁg
do de conductores ge solapan entre si parcialmente en
proyeccidn, sin establecer contacto mituo; esto puede
ger de importancia, por ejemplo, para configuracionea
de electrodo en reglsirosg de desplazamiento acopladog
DOY cargie A |

En ciertas circunstancias puede ser ventajo
80 que ge elimine solo parcialmente al menos la pfimg
ra capa auxiliar, Formando tazbién warte del traéado
de conductores la parte no eliminada. Una realizacidn
preferida adicional estd caractorizada porgue se:pro-
porclona una primera capa auxiliar componente de un mg
terial eléctricamenie conductor gque establece contacto
con parteg de superficie del cuerpo de soporte, y poxr
que no ge elimina la priuzera capa auxiliar componente
al menos sobre dichas partes de superficie y constitu

yeo una parte adicional del trazado de conductores.

..11-
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Las capas conductoras wpueden proporcionarge
de varios modos, por ejemplo, por depdsito quimice o
electquuimico desde una solucidn. Sin embargo, prefe
riblemente, las capas conductoras que forman el traza
do de‘con&uctores ge proporcionan a partir de la fase,
gaseosa a presidn reducida y en una direccidn transver
gal a la superficie, nor ejemplo, por deposicién de {gﬂ
por, pulverizacidn catddica o mor descomposicidn dé-ﬁﬁ
compuesto gageoso. Como resultado de esto, el espesor
de la capa conductora proworcionada se hace mas paﬁdgf
fio gobre los bordes de las aberturas de modo que laé
partes de la capa semliconductora a ger eliminadas oe
degprenden mds facilmente de las wartes dispuestss én
lag aberturas. ' -

Las canas conductoras pueden conslgtir ed wna
dnica capa metdlica o en una capa compueshba que compren
de varios metales presentes uno sobre el otro, Puede
tanbién formarse una capa conductora mediante una capa
gemiconductora, preferiblemente rmy impurificada, por
ejemplo, de silicio policristalino.

Al menos la sesunda capa auxiliar, y preferl
blemente cada una de las canas auxiliares, tiene con
preferencia un egpesor que es mayor que el de la capa
o capas conductoras digpuestas sobre ella. Cuando ge

dispone la capa conductora sobre la capa auxiliar, por

- 12 -
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ejemplo, pox deposicién de vapor, la capa conductora
se hace muy delgada sobre el borde de las aberturas y
ge facilita la separacidn de la capa conductora, pre
sente gobre la capa auxiliar, desde la capa conducto
ra presente en lag aberturasg.

Cuando se utiliza una cana awxiliar compueg
ta, miltiple, al proporcionar la priuera y/o la soiun
da nartes del trazado de conductores, la capa auviliar
componente situada en posicidn wds alta (o sea, la men
cionada segunda y/o cuarta capa) es yreferiblemente_un¢
capa metdlica que sirve como mascara contra el atague
quimico para la capa auxiliar componente subyacents Q¥
primexra y/o la tercera, respechtivamente) cuando se for
man lag aberturas en la capa auxiliar. Como resultado
de esto, el trazado &e las aberturas puede definirgs -
con mucha precisidn, en particular cuando la capa awxi
liar componente en wosicidn mis alba es delgada con reg
vecto a la capa auxiliar componente subyacente. Como re
sultado de eglto, realmente, el alague q_u:'.mico nor la
parte inferior que se produce cuando la capa awiliar
componente en posicidn uas alta es llevada a la confi
guracién deseada wuede gser minimo, de modo que pueden
congesuirge detalleg :my complicados.

Al elegir log wnterinles vara lag diversas

capas auxiliares ¢ capos auxililares componentes, eniian

- 13 -
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. res, cuya capa eg difercnte de la primera capa conddd;

tén impuesﬁos requerimientos diferentes en lo que rqg'

‘en Jjuego varias conglderaciones, entre otras la caPaoi LTl

dad de ataque quimico (selectivo), con resnecto al tra
zado de conductores, la resistencla mecanica y la adhe'

smon al substrato. En relacidn con eglo, se dlspone ven -

tajosamente wna primera capa y/o una tercera capa_auxg

liar componente de aluminio, cobre, plata o magnesio

" mientras que se proporciona preferiblemente, como se-z

gunda y/o como cuarta capas auxiliares componentes uhs.
capa de cromo, titanio, paladio, molibdeno, tungsteno,.

téntalo, niguel u oro. -

E S

Utilizando el invento, se tiene tambieén la -

posibilidad de disponer una segunda capa canductorg a

Pt

fin de formar la segunda narte del trazado de condwnctg

-

tora, indistintamente en espesor, o diferente en compo )

_gicidn, o ambas cosas. Como resultado de esto, diver as
- partes de un trazado de conductores, cada una de lasv e

h chuales tiene una funcidn diferenio, por eaemplo el

zado de metalizacidn de emisor y el trazado de metali.

zacidn de- base Ge wn transistor, sobre lag cuales as—

o

pecta a conductividad de corriente, puede adaptarase de

- modo Sptimo a dichos requerimientos de un modo gimple.

Una de las mencionadas capas conductoras, o

ambas capas, pueden estar compuestas de al menos dos

- 14 -
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capas componentes conductoras de diferentes materiales
que estdn situadas una sobre la otra. Una de las venia
Jas de esto es que la capa comonente en pOSicién iy
baja puede adaptarge toltalmente a log requerinientos
impuestos sobre la adhesidn al substrato y al contac—
to con el mismo, rdentras que la capa comgonente en po
gicidn mis alta puede adaptarse a requerinientos bastan
Yo diferentes, tales como una buena soldabilidad y con
ductibilidad. En relacidn con ello, se utiliza vonfdié7
samente el oro couo capa corponente conduchtora en yaéi
cifn mds alta ; se ubiliza cono capa componente coalug
tora en posicidn infewior el titanio, cromo, rodio. oip
conio, tdntalo, tungsteno o mdibdeno. Estos dliimos ig
tales tienen bucnas propiedades de adherencia, en pay '
ticular sobre guperficies semiconductoras y gobre lag
capas alglantes usualiente nresentes sobre ellas, Do
ejemnlo Sxido Ge silicio y nitruro de silicio, en,eéng
cial gi se nroporcionan a %emperatufas elovadas. Siléon
de un espesor suficiente nueden tarbidn Formar una ba-
rrera adecuada entre una superficie gemlconductora ¥y
una capa de oro a fin de evitar la difusgidn del oro
en el cuervo gemiconducitonr,

Do acuerdo con wna realizacidn preferids adi
cional, antes de provorcionar la capa de oro, pero dog

4 . . .
vues de propvoicionar una capae de cromo o una capa de i

- 15 =
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tanio, se dispone una capa de platino o de rodio. Tal ,Ht;

capa proporciona una buena proteccidn entre las supex -
ficies de oro y semiconductora ya con i espesor miy
pequeiio, Ge modo que pueden utilizarse capas conducto
ras mis delgadas 1o que hace pogible una mejor defini
cidn -del trazado de conductores, en donde la capa .de
titanilo. 0 cromo sirve solamente para adhesidn y puede
ger, por tanto, relativamente delgada.

-

El mencionado trazado de conductores'pued§‘5
disponerse sobre cualquier miembro de soporte a sei; .
consideraéo para ege fin, por ejemplo, sobre un cuqﬁ“
po de soporte alslante como log electrodos transduétgz
res gobre un soporte piezoelépﬁrico, o de otro modo.:
Sin embarzo, el invento se utbiliza particularﬁente.an

forma ventajosa para proporcionar trazados de condaucio

' res sobre una superficie semiconductora. En la mayoria

de log casos el trazado de conductores se dispane,de;,
modo ventajoso parcialmente gobre una capa aiélanfe,i
presente sobre la superficle semiconductora y parecial .
mente en una o mis aberturas gue se encuentran en la’
capa alslante.

Una primera parte del trazado de conduclores
forma ventajosamente la metalizacidn de base, mientras
gue una segunda w»arte del +trazado de conductores forma

la metalizacidn de omigor de un transistor.

- 16 -~
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El invento se refiere adicionalumente a un
dlgpositivo, sreferiblerente un dispogitivo semicondug
tor, que tiene un cuerpo de soporte gobre una superfi’
cie de la cual se Torma un frazado de conductores uti
lizando un método de acuerdo con el invento, en particu
lar un digpogitivo semiconductor que cowprende un tran
sistor gue tiene una metalizacidn de emisor y wa neta
lizacidn de base de compogiciones y/0 egpesores dife-~
rentes. o

Se describird ahora el invento con mayorfﬁéﬁ
talle con refercncia a unas pocas realizaciones y @f-
dibujo, en el cual:

La figura 1 es wna vigba diagremdtica en plan
ta de un digpositivo fabricado utilizando el método Qe
acuerdo con el invento;

Las Tiguras 2, 3 y 4 son viglas diegramati

cas en corte tranaversgal del dlgpositivo tomadas por

las 1fneas II-II, III-III y IV-IV de la figura 1;

Las Tizuras 5 a 9 son vistas dlagramdticas
en corte transversal tomadas por la linea II~IT del
dlgpositivo representado en la Lfigura 1 en pasos suce
sivos de fabricacidn;

Lag fizuras 10 y 11 son vistas diagramdiicag
en corfe ftrangversal de otro dispositivo fabricado uti

lizando el método de acuerdo con el invento en pasos

-7 -
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sucesivos de fabricacidn; o

Lasg figuras 12, 13 ¥y 14 son'visﬁas diagfaﬁé
ticas en corte transversal de un dispositivo adicional’
también fabricado utilizando el método de acuerdo con
el invento en pasos sucesivos de fabricacidn.’

Las figuras 15, 16 ¥ 17 son vigtas diagrams:
ticas en corte transversal de a'n otro dispositivo uti
lizando el mdtodo de acuerdo con el invento en pasos

> -

sucesivos de fabricacidn, y )

Ia figura 18 es una vista diagramitics en‘#qg
te transversal de una variante representada en la figu~
ra 11. ; RN

Los dibujos son diagramaticos ¥ nO‘estén.%ém
presentados & escala para may'pr claridad, Ims partes co
rregpondientes se designan por lag mismas cifras dé:ﬁg

forencla hasta donde es posible en las diversas figdras.

" Las cavas alglantes, por e¢jemplo capas de éxido, digpues

tag sobre la superficie egldn représentadas con éspeéor
congtante para mayor simplicidad, awnque dependiendo
del procedimiento de fabriocacidn del dlspositive, no
es necesario que este sea el cagpo. Lup zonas gemicon-
ductorasidel migno tipo de conductividad estdn, como
norma, reyadas en la misma direccidn.

La figura 1 es una vigta diagramitica en plan

ta y las figuras 2, 3 v 4 son vistas diagramdticas en
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corte transversal tomadas sobre la linea II-II, III-III
y IV-IV de la figura 1 de un dispositivo, en eghe caso
un digpositivo semlconductor, que tiene un cuerpo 1 de
soporte en la forna de una oblea de silicio gobre el
cual estd dispuesbto un trazado de conductores que com
prende las capas 3 vy 4 metdlicas. Las capas 3 métdliocas
en forma de banda formen la metalizacion de base y las
capas 4 metdlicag en forma de banda forman la metalizg
cién de emisor de un transistor de alia frecuencia‘§uya

zona 5 de colector, la zona 6 de bage y la zona 7 de

- emigor estan representadas diagramdticamente en las fi

guras 2, 3y 4. Bl 1inite de contorno de la zona 6 de

base estd representado en lineas discontinuas en la [i
gura 1. En este 6jemplo, se congidera que las zonacs 5 ¥
'} son de tipo de conductivided n y la zona 6 de ¥ipo n

pero, por supuesto, esto puede también invertirge. Iu

zona de bage egtd compuesta por regiones 6A de tipo-p

en forma de banda allamente impurificadas sobre 1aé
cuales egbd dispuesta la metalizacidn 3 de base.y reo-
giones 6B plituadas en posicidn intermedia, de concenw
tracién de impureza még baja y menos ﬁrofundas, en las
cuales eotan presentes las zonas % de emigor. Estd eg
tablecldo contacto a la zona § de ¢olector del umodo
ugual sobre la cara inferior de la oblea de siliclo;

egto no estd revresentado con detalle en lag figuras.

¢ 19 -
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El transigtor puede ser un transistor geparado, pero
el dispositivo puede ser tawbién un circuito integra
do monolitico en cuyo caso aparecen otrog elementos

de circulto scobre la pastilla de silicio o en la mig

ma, adicionalmente al transistor; la zona 5 de colec
tor en ese caso pueds tener tambidn contacto estable
cido, por ejemplo, en la superficie 2. Excepto en el
drea de emisor y en las ventanas de contacto de base,
la superficie semiconduciora estd cubierta al menos

-

en la zona activa del dlspositivo por une, capa 8 eleg
tricamente aislante de dxido de silicio. En los dibu
jos el espesor de dicha capa 8 estd renresentado de.
modo que es igual en cualquier lugar aungue en la ifqg
tica no es necesario en abgoluto que sea esté el_caéqo
Tuera de la narte activa del transistor; el trazadbhde

metalizacion de emisor y base eeta conectado & una su

- perficie 9 de contaclto de emisor y una superflcle 10

de contacto de base (véase la figura 1) por intermedlo )
dé'partes ligeramente ensanchadasg de las capas 3 ¥ 4 ng
t41licas en forma de banda que se encuentran sobre la ca
pa 8 de Sxido. |

Este transistor para alta frecuencia se dis-
tingue de translotores de alta frecuencia comoocidom, on
tre otras cosas, por el espacio intermedio muy pegueiio

entre la metalizacién 4 de emigor y la metelizacion 3

- 20 ~
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de bage. Lag capag metdlicas de emisor y de base inter
digitadas, con excepcidn de lag bandas netalicas exte-
riores de bage, tienen un ancho de aproximadamente 2

micras y un espaclo intermedio de aproximadamente 1 nd

~cra. Este egpacio intermedio muy nequeiio puede conse-

guirse utilizando el invento y puede incluso aun redu
oirse, sl ge degea, a nenog de una micra.

Una distincidn adicional entre el transigbor
descrito y los transistores conocidos es que en el -transig
tor repregentado en lag figuras 1 a 4 el trazado 4.éé.
metalizacién de emisor tiene una composicidn diferenie
Yy es mag grueso que el trazado 3 de n@télizacién de.ba
se. En oste ejomplo el trazado de metalizacidn de omi-
gor consiste en una capa 44 de un egpesor de 0,1 micras

de titenio (esta puede ser tambien, por ejemplo, de cro

mo, rodio, cobalto, tantalo, circonio, tungsteno o mo~

libdeno), una capa 43 de un espesor de 0,15 mleras ds
platino presente sobre ella (esta puede ser también,
por ejemplo, de rodio, cobalbo, molibdeno o tungsteno),
y una capa 4C de-un egpesor de 0,7 micras de oro. La me
talizacidn de base que necesita conducir menos corrien
te y por tanto necesita también tener menos facilidad
de conduccidn, conslste en una capa 3A de un egpegor

de 0,1 micras de titanio (esbta wuede ser tambidn, por

ejeuplo de cromo, rodioc, cireconio, ‘tdntalo, tungsteno



0 molibdeno), y una capa 3B de un espesor de'b,s micras
de platino (esta puede gor también, por'ejemplo,'de ro
dio, cobalto, molibdeno o tungsteno). Otra ventaja es

que no hay oro sobre la metalizacidn de base el cual,

5 debido a log "nlcog" que se producen frecuentemente;
notablenente en difusiones de tipo p, podria difundigi
T E?{ o - ge fédcilmente en la zona de vase, mientras que puede
. jf; o : ufilizarse a pesar de todo el oro fdcilmente conductor
-f; ;~' ‘. en la metalizacidn de emisor. C N
’ 10 ' De acuerdo con el invento, el transistoff&ég
crito con referencia a las figuras 1 a 4,y que tiene
propiedades muy buenas vara alta frecuencia se fabrie
ca del modo siguiecnte. Las figuras 5 a 9 son vistae -
diagramaticas en corte transversal tomadas sobre la .
""15  1fnea II-II de la figura 1 en diversos pasos de fabri
cacidn, '
La figure 5 renresenta una parte de‘un_cuég
po de soporte en la forma de una oblea de silicio que
tiene una zona 5 de colector de tipo n, una zona.6 de
20 ' base de tipo » formada, vor ejemplo, por diqui&n 0
' -por implantacién con bhandas 6A de contacto altamente
- impurificadas y vartes 6B activas de concentracidn de
inpurezas mas baja, en las cuales estdn proporciona-
das zonas de emisor de conductividad de tipe n, por

’

25 ¢ jemplo, Tforuadas por dlfusion o por implantacidn. S50

543,75, - 22 -



bre el conjunto esta dispuesta una cava aisleante, por
ejemplo una capa § Ge iido de silicio, gue tiene ven
tanng de contacto de base y emisor. Esta estructura pug
de fabricarse del modo conocido convencionalmente uti
5 lizando en la tecnologia Ge sewiconduciores por medio
de métodos de impurificacién y enmascaramiento foto= -
Llitogrédfico. Fuesto que los samog de bratamiento utili
zados en dichos métodos son conocidos ¥y no se refieren
al invento, no se describen aqui con detalle.
10 Se dispone shora la metalizacidn de base y .
emigor de acuerdo con el invento del modo siguiente.
En primer luzar (véase la fizura 5) se Gispone sobre
el conjunto una primera capa 9A, B auxiliar. Aunque
) es posible en principio digponer una vnlea capa auxi
15 ~ liar, se proporciona en ezte ejemnlo una capa 9 suxi
~liar que consiste en una primera cava 94 auxiliar ccm
ponente, wor e¢jemplo de aluwinio o cobre de un espeéor
de aproxiucdasente C,5 micras, y sobre ella una segun
‘ da capa 9B awriliar componente diferente de la capa 9A,
,‘?O -~ por ejemplo de titanic, con un espesor de aproximadémqg
‘te 0,2 micras. In ves de aluminio o cobre, puede lame
bién uvllizarse vlata o uasnesio ventajosamente para
la capa 9A y en vez do titanio, por ejemplo, pueden
uwtilizarse ventajogsauente jara la capa 98 cromo, pala

5 dio, molibdeno, bungasbeno, Hdntalo, niquel u 0ro.

V15¢3o75-' o ..
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- Se dispone entonces una mdscara contre el
) M ’ "
ataque quimico, por ejemplo una mascara 10 fotorresis—

tente, del modo usuel, sobre la cape 9B, de modo que

ge obtiene la estructura representada en la figura 5,
"5 Las sberturas en la migcara fotorresistente estan pre
| pentes en la zona de metalizacidén de base a propor-
ciona:r.‘.‘ o
Se obtienen entonces por ataque quimico aber;'V
turas 13 (véase la figura 6) correspondientes a la meiu;ﬁ
10 talizacidn de base a proporcionar en la capa 94, B auxi
liar. En primer lugar, al tiempo que se utilizs la mégff
ééré 10 fotorresigtente, Be digponen sberturas en la -
¢apa 9B de titanio, por ejemplé por gtaque quimieo‘oon:.-
une golucidn acuosa de FH, o por ataque por pulveriza~ -
'iV15 cidn catddica. Se produce wn ligero ataque por"la,parté
| 1nferior por debajo de la mdscdra 10 fotorresistenme,
cuyo efecto es, sin embargo, solamente pequefio como '
. resultado del pequeilo espesor de la capa 9B ¥y no estd
: represantado en las figurasg. Por medio de un agen#e de
A'20 - ataque quimico que no ataca a la capa 9B, se obtiene
_ entonces por ataque quimioo la capa 9A por debajo de ‘
la superficie semiconductora (por ejemplo, aluminio
‘oon deldo fosfdrico o cobre con HNO4 diluido)s. La mds- -
cara fotorresistente perminsce. Puede también elimi-

25 narse previamente la miscara fotorresistente, en cuyo

243475 - ok -
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caso la capa SO dolsada sirve como miucara, lientrag
que se obliene la capa 94 Hor ataque quiitico lateral
»or debajo de log bordes de la capa 9B en una digtan
cia que os aproxiisdanente izual al esjesor de la ca
pa % (véase la Fizura 6). Dicho ataque quimico vor
la parte inferior puedc adn intensificarge vor efec
toy eloctrOQuimiGOs que ge oroducen o el contacfo
entre el agente de ataque y los notvalog de la cana
auxiliar, y dicho abtaque guimico inferior es venﬁaig
90 en log tfatauientos subsisuientos, couo ge pondié‘
de manifiesto jsogsteriorzente; asimismo si se obtuvig
se un ataque quimico por la parie inforior en Henoes.
del espesor de la capa %A, eglo seria ya suficicnte.
Se disponen entonces sucesivauente sobre el
conjunto una capa 34 de titanio de wn egpesor de 0,1

mlicrag ¥ una cava 32 de uwn espesor de 0,3 micrasg de
’ _

wn metal diferente, por ejemylo, una capa de platino

o una cape de rodio, mor ejemslo vor depdsito de vg'
por al vaclo a partir de fase saseosa a presién“rGQQ
oida o vor wulverizacidn caltddica, en una d@reccién
transﬁersal a la suporficie 2, yreferiblenente a una
temmeratura elevada {3002-4002C), La capa 3A puede
bambilén cowponerse, »or ejamnlo, de cromo, rodio, tég
talo, circonio, molibdeno o tungsteno, la capa 3B (di

Terente de clla) pucde tasbicén componerse de rodioy co
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balto, molibdeno, o tunzsteno. Debido a una tem@eratg_>,
ra alte de depdsito de vapor, se obbicnen una buena
adhesidn y w buen contacto de metal a samiconductor;
Como regultado de dicho ataque quimico por la parts
inferior y _uesto que la capa 94, 3B, auxiliar eg ﬁés
gruesa que las capas 3A y 3B en conjunto, no ge forma
conexidn entre las marbes de lag cazas 34y 3B deposi
tadas sobre la capa 9B y las parles depositadas en las

aberturas de la capa auxiliar sobre la superficle gemi

conductora (véage la Figura 7).

Se dilsuelve zhora la capa %A sin enmascara-
mientp en un 1iquido atacante agresivo (por ejemyidg
ToCly para el aluminio y IO3H vara el cobre), en el
cual se eliminan también la capa 9B wresente sobre.
ella y varbes de las capas 3A y 3B presentes adbréﬁ

ella. Puesto que el agente ds atague quimico utili=-.

zado es tal que no ataca a las capas 34 y 3B, lag mig

mag permanecen sobre la superficie semiconductora'éoe-
mo metalizacién de base. Con ello se obtiene una primg
ra parte del trazado de conduchores.

Se vodria haber proporcionado la netalizacidn
de emigor on 1la migma operacidn y con los mismos metales
como conductores. De esbe modo, sin erbargo, no npueden
hacerse arbitrariamente pequefios los espacics interme-

dlos entre lag capas metdlicas de emisor y base en fop

- 26 -
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ma de banda. Como es obvio, por ¢jemplo, nor la figu
ra T, la digtancia was Dequefia en ol ejéxnplo descrito
entre dos capas metdlicas de base adyacentes estd reg
tringida por el ataque quimico inferior de la capa 94
que no_ nucde hacerge arbitrariaments pequeilo y egta

determinado pnor el espegor de la capa %4, la cual tieg

'ne nuevamente con preforencla un espesor nayor que ol

espesor de la metalizacidn a proporcionar. En real_izg_
clones del proceso en las cualeg lag cavas 34 y 3B ;Hl_@,
t4licas ge adhieren antes de la eliminacién de la ‘cé=
pa 9A, B auxiliar, se aplican restricclones aun mag ri

gurogag, nucsto que, como resullado del degprendimicn

o que se produce al eliminay la capa auxiliar, apér_g-x_

- cen lrregularidedes wasg grandes en log bordes del. tim

zado de metalizacidn.
Oon el £in de obtener el espaclo intermedio

my pequefio deseado entre la metalizacidn de bage y la

metalizacidn de emlsor, de acuerdo con el inven’o ge

dispone sobre el conjunto después de eliminar la capa

94, B auxiliar (vdase la figura 8) una segunda capa
11A, B auxiliar de un material diferente del de la pri
mera capa 3A, B conductora., Bsta puede tener la migms
compogieidn de la primera capa 94, B auxillar componen
te se compone nuevamente de aluminio o cobre, con un

egpesor de 1,1 wmicras y tiene generalmente un espesor
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mayor que el espesor global de la metelizacidn de eml
sor a proporcionar, por lasg razones ya menclonadas an
teriormente. La segunda capa 118 auwxilliar componente
ge compone de tlitanio y tlene un egpesor de aproximg
damente 0,2 micras. Se dispone nuevamente una méscera
12 folorresistente sobre la capa 113 v tieﬁe éber%uraé
en la zona de la metalizacidn de emisor a proporcionar.
Se desea en general asegurar que la capa 114, B auxi-

-

liar no forme un compuesto metalirzico con la priﬁéra
parte 34,8 del ‘trazado de conductores a la temperéﬂﬁe
ra a la cual ge proporciona,. "
Del uismo modo gque se ha descrito an‘teﬁ;‘o,:&'-
mente para la primera capa 9A,B auxiliar, se dispdnen
ahora en la segunda cava 114,B auxiliar (véase la figu
ra 9) aberturas 14 adicionales que corresponden a la
metalizacion de emisor a ovtener. Se produce nugyémag
te un atague quimico por la parﬁe inferior de ;a.éapa’
114, Simultdneamente con la provigidn de las abéf%ﬁras
14y so formn también preferiblemente una abertura en
la segunda capa 114,8 auxiliar al menos sobre una iaag
te de la metalizacion Ge bage a fin de proveer ‘también
a la superficie 10 de contacto de bage de la metalizg
cldn de emimow (véase la figura 3) y obtener asi una
capa de oro, facilmente soldable, como capa eh posi-~

eidn mds alta. Sin erbarzd, esbto no es necesario. Se
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dispone ahora sobre la segunda capa 114, B auxiliar,
una segunda capa 44, B, C conductora, derun naterial
diferente del de la segunda capa 114,B auxiliar. Esta
ge compone, en este ejemnlo, de una capa 4A de titanio,
de un egpesor de 0,1 micrag, una capa 4B de platino de
0,15 micras de espesor, y una capa 4C de oro de un espg
gor de 0,7 micras. Pueden tanmbién ubilizarge cromo, rg
dio, circonio, tdntalo, tungsteno o molibdeno, por ejem
plo, para la capa 4A. Pueden también utilizarse rd&ip,
cobalto, molibdeno o ftungsteno, por sjemdlo, para{la
capa 4B que es diferente de la cawna 4A.

Lo mismo que durvante la disposicidn de 1a me
talizacidn de base, se elimina emtonces selectivaﬁéﬁfe
por ataque quimlico sgresivo de la capa 114, la segunda
capa 114,B awdiliar con la »narve de la segunda cdpé 44,
B,C conduotora pregente sobre ella, formando 1as'paﬁ#es
sobre la capa 44,B,C que permsnecen en las abertﬁ#gs
wa segunda narbe del trazado de conductores (lé motali
zacidn de emisor).

Con. ello se ha oblenido el transisto§ repro~
pentado en las figuras 1 a 4 que puede montarse adicio
nalmente del modo usual, Una caracteristica particular
del transistor resultante es gue tambidn egté presento,
al menog parcialmente sobre la metalizacién de base, la

metalizacidn de-emlmor gsobwe la superficle 10 de contag
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to de base. Un transistor que tiene egta caracterigli-
. 4 - » .’-'
ca egpecial puede tambidn obbvenerge con otros metodos,
en los cuales sc proporcionen en operaciones indenen—

dientes los trazados Ge metvalizacidn de emigor y base.

Una ventaja icporvonte ez que so mejora la soldabilidad

C

de la sumerficie (e conbtactc de bhase. Ha de entenders

que el término "soldadura" significa aqui en un uenb4do

amplic cualouier mdbodo con el cual puede disponer

un conductor de conexidi movre una superiicie do con~

=

tacto, nor gjemlo, por usdio de un material de nolda--

aura, por widn por teriaccorpiesidn, soldadura ult?aA
L Y

génica, ete. I'o es necezario que la metalizacidn de ewd

501 ge componga de un madexdlal conductor diferenﬁé'él

Ty ox ©
UiESe. -

o

de 1la metalizacidn de
Puesto que las averturas 14 pueden disﬁondfse

con bagtante independencia de la posicidn de la ﬁéﬁ£§;

zacidn de base, la nctalizacidn de emisor puede disponex

ge arbitrariamente prdézima a la mctallzacion de base.

< .
La precigidn y 1la capacidad Ge reproduccidn con la cual

ocurre eaplbo dogenue de la exacbitud con la cual puede
alinearse la méccara 12 con relacidn a le metalizacién
de bape, Puede congesulrse en la prée?ioa, como en ol
transigior cescrito, una distancia de 1,5 a 1 mleras o

renos entre la netalisacidn de emisor ¥ la mebalizacidn

.de base con el nétodo de acuerdo con ¢l invento. Puesto
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que la metalizacidén se lleva a cabo al menos en dog

pasos, la segunda metalizacién, en este caso la meta
lizacidn de emisor, vuede tener también una compogi-
clbn bastante diferente a la de la primera metaliza-
cidn (la metalizacidn Ge bage).

En la realizacidn descrita, la capa (94, 17A)
auxiliar componente inferior fue atacada quimicamente
pare eliminar las capasg auxiliares. IEn vez de eatbo,
anbas capas auxiliares componentes pueden taubidn . sor

eliminadas por ataque quimico de cada wuna de las cepas

auxiliares, o solamente las capag 9B y 118 en pogicidn

N ) ’ .
‘mag alta, respectivamente, conservandoge, gin embargo,

lag capas 94 ¥ 114 auxiliares componentes inferiores,
respectivamente. En clertas cirounstancias, sin embayr
g0, por ejemplo cuando forman una parte adicional -Gel

trazado de conductores, esto puede ger util, como ®e

. demostrard en uno de log ejemplos sigulentes.

Serd ademds obvio que pueden Fformarse ung

. ftercera parte, una cuarta parte, etc. del trazado de

conductores utilizando el tratamiento deserito, cono

oildo como tratamiento de "despegado", una tercera y

une. cuarta vez., EL invenlo no estd en absoluto res—
tringido, por congizuiente, solamente a dos aplicacio
nes de egte tratamiento; la esencia del invento resi-

de en el hecho de que pueden obitensrge ventajas oonsi

- 31 -
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derables utilizando un proceso de "degpegado" no una
. U A I . A 14 o Yy
vez, sino repetidamente., Ademas, como sé ha descrito
en la realizacion anterior, el invento puede utilizar
se en muchag Foriag Giferentes. Esto ge ilustrard con
referencia a unas pocas realizaciones diferentes.
o I o s ’
Las fizuras 10 y 11 son vigtas diagramaticas
en corbe transversal de otro dispositivo en dos pasos
de Tabricacidn utilizando el método de acuerdo con el

3

invento. En este método, se dispone un trazado de cop

I

ductores consistente en dos capas 3 y 4 conductoras -
sobre mwn cuerpo 1 de goporte gue juede tenex cualquier
conposicion. Se digoone la primera parte 3 del ﬁfazédo
de un modo andlogo al del ejemplo vrecedonte utiliéag
do una urimera cava 94,8 auxiliar. Log materiales de
la capa auxiliar y el modo de ataque guimioo pugden
ser los mismos que se han descrito en el ejemplo de
lag figurag 1 a 9. Degpuds de eliminar la capa 9A,ﬂ
auxiliar, con les sartes 3 metdlicas presentes éobfe'
ella, se dispone una segunda capa 114,B8 auxiliar en
la cual, sin embarro, se disnonen shora aberturas 21
que recubren parcialimente la vrimera capa 3 metdlica.
Despuds de diswoner una segunda capa 4 metdlica (véa
pe la figura 11) y eliminar la oapa 144,B con las par

tes de capa metdlicas presentes sobre ella, se ha obig

nido un trazado de conductores cuyas dos partes 3 y 4
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ge solapan parcislmente. La ventaja de este método es
que solamente necesita alinearse miy exXactamente con
relacién a la primers parte 3 del trazado de conducto
res un borde de la méscara de ataque quimico que deter
ming las eberturas 24, al tiempo que la pogicidn del
otro borde eg menos critica de modo que le médscara en
cuestidn tiene una tolerancia hasta cierto punto lige—
ramente mMayolrs ; o
Lag figuras 12, 13 ¥ 14 son vistas diagraﬁﬁ;
ticas en corte trensversal de un trangistor en Opéré:’_
clones sucesivas de Fabricacidn, cuyo transistor es%éug
representado miy simplemente con una zona 5 de coleo~
tor, una zone 6 de base y una zona T de emigor, aunw~
que en la préotica la geometria puede ser, por supUes~
to, mucho mas complicada, Uomo es usual, se dimpons -
una capa 8 de dxido sobre la superficie semiconduofé;f

ra con ventanas de contacto de smisor y base. En pri- -

" mer lugar, se proporciona la metalizacidn 3 de base
utilizendo una primera capa 94,B auxillar (véase la
"-figura 12)e Después de eliminar la primera capa 94,B

- guxiliar, se dispone entonces gobre el conjunto (véa

g6 la figura 13) una capa 31 de vidrio en la cual ge
obtiene por ataque gquimico una ventena 32 de ewigor,
Se dispone entonoes sobre el conjunto una segunda ca
pa 114,B auxiliar en la ocunl se forms huevamsnte una

- 33 -
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abertura 33, por sjeumplo, del wmodo anteriormente desQ--
crito. Serd obvio que los agentes de aﬁéque quimico
utilizados no nueden abacar la capa 31 de vidrio. Se
proporciona entonces la metalizacidn 4 de emigor (vég
se la fizura 14); en la cual, después de eliminar la
gegunda capa 114,B, euxiliar, ce ha obtenido un tren
gigtor de wuna egirucitura myy compacta en el cual la
metalizacitn 4 de emisor estd sresente parcialmente

por encima de la metalizacién 3 de base ¥y egtd sépary

N

da de ella por la capa 31 de vidrio. : e
Lag Tizures 15 a 17 ilugtren un método en el
enal no ge elimina una varte 94 de al menos la primera

capa 94,B suxiliar, sino que se utiliza como parte del

“razado de conductores. Da fizura 1% es nuevamenle uua

vigta diagramitica en corte transversal de wn tg@@pis—
tor que tiene una zona 5 de colector, una zona 6 de bg
ge ¥ una zona T (e e:idsor, en el cual la super@icie 2
de la nasgtilla gemiconduchora estd cubiarﬁafcbn.una ea
pa 8 aiglante que tiene ventanas de emigor y bage. En
ezbe capo, estd también disguesta la conexiéh‘de colege
tor sobre la suverficie 2 de modo que estd ‘tanbién for
mada por ataque quimico en la capa 8 una ventana de con
taclo de colector.
Se prosorciona nuevamente la metalizacidn 3

de base, en eglc ejemwlo de rodio, por medio de una ca

- 34 -
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pa 94,5 auxiliar que hiene aberiuras en la zona de las
ventanas de contacto de buse (vdase la figura 15). la
capa SA se compone en egbe ejenmlorde tungateno o pi~
licio policidgtalino, y la capa 98 se compone de pala
dio. Degvuds de digsoner le vrimera capa 94,B auxiliar,
ge dlgpone en primer lugar la capna OB de paladio foto
litogrdficamente en la configuracidn deseada, despuds
de 1o cual se forman aberturas por ataque quimico en
la rrimera capa 94 auxiliar couponente por medio:dé
wn agente de atague que no ataca sustancialmente a la
capa 9B (por ejemplo, un agente de ataque a base;dé
ferroclanuro para el tunguteno, y HO3H+FH para él'si~
liclo policrigtalino). Se usroduce un atagque quimico
por la parte inferior, por debajo de los bordes de la
capa 9B, en wna distencia lateral aproximadameﬂte igual
al eguegor de la capa 94, Se proporciona entonocey la
capa 3 de rodio, dGespués de lo cual se eliminan le se
gunda capa 98 auxiliar conponente de paladio y las pax
tos de la capa 3 metdlica presentes sobre ella por me-
dio de un agente de ataque gquimico que no ataca, sus-
tancialmente, a lag capas 3 y 9A (en este caso agua
pag hidrdgeno, que owigina ol plegamiento de la capa
de paladio), mientras que la capa 9A permanece sustan
cialuente sin atacar. La capa 94 se conscta a la zona

de colector por intermedio de la ventana de contacto
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de colector y sirve como metalizacidn de colector.

Se eliwina entonces por atague quimico lg
varte central de la capa 94 que se encuentra gobre la
zona 7 de emisor, para cuya finalidad puede utilizarge
una mdgeara no critica. Se dispone antonces del modo
descrito en los ejemplos precedentes la metalizacidn
de emisof al tiempo que se utiliza la seéunda capa 114,83
auxiliar que se elimina en este caso totalmente después
de disponer la metalizacidn 4 de emisor, pero, si se de
sea, la capa 114 componente en posicidn inferio:“puede,
en este caso, utilizarse tambidn para otras metalize-
cionea.

Serd obvio que el invento no estd restringi-
do a las realizaciones descritas a modo de ejegpip, oi
no gue son pogibles muchas variantes para iOS'e;pertos
en la técnica sin aparterse del aleance de ésté'invqg
to. Por ejemnlo, en vesz de estar formado pdr ﬁn:équ '
po semiconductor que estd cublerto parcial o fuﬁéimag
te por una capa alglante, el subsirato puedé egtar for
mado por un material eléctricamente aislante; Pveds por
une capa aislante, por ejemplo una capa de .Gxido de si
licio o de nitruro de silicio o una capa aislante com
puests que esld presents sobre wia superficie semicon
ductora. Digponiendo, cowo en lag flipurag 11=13, wa

capa alglante sobre la wrimera capa euxiliar, pueden
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obtienerse elecirodos que se encuentran nuy préximog
entre sl. Do este modo, por ejemplo, pusde obtenerse
wa egtructura de electrodo muy compacta como ge Te—
presenta en la fizura 19 en la cual los electrodos 3

¥y 4 que se golavan entre sl estdn sevarados entre o
por una cepa 41 alglonte. Esto puede obtenerse, por
ejemplo, por deposicidn o wor oxidacidn, por ejemplo
por oxidacidn térmica del trazado 3 de conductores -
que puede comdonerse, vara este fin, por ejemplo de
aluminio o silicio nolicristalino. EL trazado (3,4)

de electrodos de la fizura 18 estd dispuesto, poi:equ
plo, sotre una capa 8 de oxido que se extiende sobre
un substrato 5 de silicio de tipo n y se utiliza, por
ejemplo, en digpogitivos acoﬁlados por carga. Fl trg
zado de contuctores puede componerse total o parcial
mente de semiconductores, por ejermplo, silicio'pblicrxg
talino impurificado o no lmpurificado en vez do neta~
leg, mientras que la configuracion geométrica de 109
ejemplog revregentados en el dibujo puede modificarse
dentro de amolios linites.

Finalmente, se destaca que la capa o capas
auxiliaves, respectivamente, no necesitan ser necesa
riamente uetdlicas gino que tarbidn nueden. componerse
de otros materiales. Por ejemplo, una capa auxiliar

puede bambidn consistir tobval o parcialmente en una
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capa fotorresistente endurecida. EL efecto obtenido

en los ejemplos descritos por ataque quimico por la
parte inferior puede producirse, por ejemplo, exponien-
do a la luz la capa fotorresistente a través de una
méscara adecuada, con un dngulo tal que se exponen tam- .

bidn a la luz, y pueden eliminarse mediante un revela-

'dor, partes de la capa fotorresistente que se encuen-~

tran bajo el borde de la miscara.

Ia presente soliocitud, que corresponde a la

presentada en Holanda, el 10 de Diciembre de 1973, ba-

jo el N2 7316851, se acoge a 1los beneficios del Artf-
culo 51 del vigente Egtatuto sobre Propiedad Industrial.

- REIVINDICACIONES -

Los puntos de invencién propia y nueva, que
se presentan para que sean objeto de esta solicilitud de
Patente de Invencién en Espafia, por VEINTE afios, son
los que se recogen en las reivindicaciones siguientes:

18,~ Un método mejorado de ataque quimico pa~
ra fabricar un dispositivo de traslacién eldotrica dota~
do de un trazado de conductores gobre un cuerpo de so-
porte, en ocuyo método se dispone sobre una superfi-

¢cie del cuerpo una capa auxiliar que tiene una o mds

—38-
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aberturas que corresponden al menos & una dparve del
trazado a proporcionar, Gespués de lo cual se dispone
sobre la capa auxiliar y en lag aberturas una capa elég
tricamente conductora de un material diferente del de
la capé auxiliar, v se elimina entonces sgelectivamente
al menos la parte superior de la capa auxiliar con la
parte de la capa conductora que me encuentira gobre ella,'
formando parte del trazado de conductores la parte de
la capa conductora que permanece en las aberturaé,lqg
racterizado porque degpués de eliminar una primefa,ég
pa auxiliar con la parte de una primera oapa.condﬁcﬁg
ra presente sobre ella, con lo cual se obtilene una pri
mera parie del trazado de conductores, se proporciona
gobre el conjunto una segunda capa auxiliar de ua nate
rial diferente del de la primera capa conductora y que
tiene una o mds aberturas adicionales que corresponden

a wa segunda parte del trazado de conductores, porque

" ge proporciona pobre dicha segunda-.capa auxiliar y en

dlchag aberturas adicionales una segunda capa conduc-
tora de wn materinl diferente del de la segunda capa
awxiliar, y porque ge elimina entonces gelectivamente

al menos la parte situada on posicidn mas alta de la

- gegunda capa auxiliar con la parte de la segunda capa

conductora que se encuenitra sobre ella, formando una

gegunda parte dol trazado de conductores la parbe de

- 39 -
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28.— Un método de acuerdo con la reivindlca

cidn 18, caracterizado porgque se dispone una primsra f}flw

.y/o una gsegunda cepa auxiliar metdlioca. 7

8.~ Un nétodo de acuerdo con la reivindidé‘;f*’

cién 18,0 la reivindicaciln 28, caracterizadé porque .-
- 1a1 menos. la segunda capa auxiliar comprehdé'una ferce'

ra ¥ una cuarta capas auxziliares oomponentes, de” mate"

'7Qriales mituamente diferentes, consis 1endo la teroera'

‘~=capa guxiliar componente en un metal que es aoluble en'

'_,un agente de atague quimico que no ataca susiancia)nwn
’ffteea la segunda capa conducuora y que esta presen*e en
gtre la superficie del cuers L0 ¥ la cuax*a capa auxlliarr
= componente, en el .cual al formar las aberturaa en- la |
' segunda capa auxiliar las aberturas 51tuaaas en 1& ter
'rcera capa auxiliar componente se hacen mas grandes que
1_las digpuestas en la cuarta capa.auxiliar componante N
";'como resultado del ataque quimico poxr 1a parte inferlor.
|  48.- Un método de acuerdo con la reivindicar
cién 38, caracterizado porque la primera capduéux113&r>"
l;comprende también una primera y una segunda capas auxi 
liares componentes, de materiales mutuamante dlferenw»~

tes, en 1as cualeg la primera capa auxlliar oomponente

congiste en un metal que es soluble en un a ente ae ata
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que quimico que no ataca sustencialmente a la primera
capa conductora y estd presente entre la superficie
del cuerpo y la segunda capa auxiliar componente, en
el cual al formar lag aberturag en la wrimera capa
auxiliar, las gberturas en la primera capa auxiliar
componente se hacen mis srandes gque las de la segunda
capa auxilisr componente, como resuliado del ataque
quimico por la parte inferior.

58,~ Un nétodo de acuerdo con una o miy*de
lag reivindicaclones precedentes, caracterizado Qéfgue
después de eliminar la primera capa auxiliar se d?spg
ne una ocapa aisglante sobre el conjunto sobre la ocual
pe dispone entonces la gegunda capa auxiliar, 4&

68.~ Un método de acuerdo con la reiviﬁdiqg

cién 48, caracterizado porque se disnone una primera

~capa auxiliar componente de un material eléctricamgnw

%e conductor que establece contacto con paries de u-
perficie del ouerpo de soporte, y porgue la priuwra
capa auxiliar componente no se elimina al menos'sobra‘
dichas partes de superflicle y forma una parite adicio-
nel del trazado de conduclorog,

73.~ Un método de mouerdo con una o mis de
las reivindicaciones precedentes, carccterizado porque
ge proporcionen las capas conductoras que forman el tra

zado de conduclores a partir de wuna Lape gaseost a DL
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s °:€la segunda y/o la cuarte capa auxiliar componente as mas

- 20.

- las relv1ndicac10nes precedentes, caracterlzado porque'

’Amioo para la capa auxiliar componente subyacente.

‘pidn veducida, ¥y en una direccién transversal a la g

perficie.

88,~ Un mdtodo de acuerdo con ung O maa de

las reivindlcacianes precedentss, caracteriza&q porque

&l menos la segunda capa y preferiblemente ambaé'éapas"

auxiliares tienen un espesor que es mayor que el agpe-

-

sor de la capa conductors proporclqnada sobre ellas.
98,~ Un método de acuerdo con. vizi- o mas de

R I

la segunda y/o la cuarte capa auxiliar componente es

LN

";una capa metdlica que, al formar lag aberturas en la

capa auxiliar, sirve como mascara contra el ataque qui

£
e

108,~ Un nétodo de acuerdo con. una o mas ae

‘-las reivxndlcaciones precedentes, caracterlzado porqae

delgada que la capa auxiliar componente aubyacente.

118~ Un método de aouerdo con una 0 mae de

ilaa relvindicaciones procedentes, oaracterizado porque

g0 dispone, como ¢apa auxiliar, al menos una capa de

aluminio, cobre, plata o magnesio como primera y/o tezu

;cera cape auxiliar oomponenﬁe.

128,~ Un método de mcuerdo oon wea o mas de

lag reivindicaciones precedentes, caracterizado porque

se disponen una segunda y/o una cuarta capgs_auxilia-



T

10

15

Fp0

25

643,75,

res componentes de cromo, titanio, naladio, nmolibdeno,
tungateno, tantalo niguel u oro, ;

138.~ Un nétodo de mcuerdo con una o mis de
lag reivindicaciones precedentes, caracterizado porque
ge digpone una gseswda cane conductora gque es diferen
te de la »nrimera capa conductora.

148~ Un método de acuerdo con ura o miz de
las reivindicaciones precedentes, caracterdzado porque
ge Glgponen une hHrimera y/o una gegunda ocapag odndpotg
rag que ge componen de, al menos, dos capas compounsntas

]
rt

conductoras de naterieles diferentes superpuestor.

, 152.~ Un wéiodo de acuerdo con la reivindica
oldn 148, carnéterizado porgue se dispons como paﬁa com
ponente conductora inferior.una capa de titaniqéﬂgromo,
rodio, zirconio, ddntalo tungstbeno o molib&eno;;

168,~ Un método de acuerdo con la réi&indiqﬁ
cidn 148, caracberizado porgue como capa compéﬁé@te con
ductora en posloidn mds alta se proporclona una capa
de oro, BT

178.~ Un método de acuerdo con la reivindica
cidn 168, caranchterizado norgue anles de dispaner la cg
pa de oro, pero degpuées de proporcionar una capa de cro
mo o ftitanlo, ge digpone una cand de plabino o rodio.

188 ,~ Un método do acuerdo con una o mig de

lag reivindicacioner nrecadentes, caracterizado porque

- 43 -
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6l trazado de conductores se proporciona sobre la su-
perficie de un cuerpo semiconductor,

198,~ Un método de acuerdo con la reivindica-
cién 182, caracterizado porque se dispone el trazado
de conductores parcialmente sobre una capa aislante

presente sobre la superficie semiconductora 'y parcial-

‘mente en una o més aberturas presentes en la capa ais-

lante,

208,~ Un método de aguerdo.con la reivindioa-

¢ibn 198, caracterizado porque una primera parte del

trazado de conductores forme la mebalizacién de base
y una segunda parte del trazado de conductores forma
la metalizacién de emisor de un transistor,

218,~ Un método de acuerdo con la reivindica-
cién 18, caracterizado porgue dichas aberturas adicio-
nales se proporciona, al menos en parie, entre dichas
primeras aberturas.

228,~ Un método me jorado de atague quimico
para fabricar un dispositivo.de traslacidn eldotrica
dotado de un trazado de conductores sobre un cuerpo de
soporte.

Tgl y como se ha descrito en la Memoria que
antecede, representado en los dibujos que se acompafian

y con los fincs que se han especificado,
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VGD,

Egta Memoria consta de cuarenta y cinco ho-

jas escritas a mdquina por una sola cara.

Madrid, 16, 8504675

P.A,
Alberto de Elzabury
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